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Chip 写真 (CMOS 65nm)

1.21222.34.616.461.565nm CMOS This work

1.8178610.3306090nm CMOS [8] MWCL 2009 

1.1--1113.86045nm CMOS [7] ISSCC 2009 

143.53.952.515.86065nm CMOS [6] ISSCC 2009 

1150810.513.36090nm CMOS [5] ISSCC 2008 

180695.56090nm CMOS [4] ISSCC 2008 

1.22292.48.28.26090nm CMOS [3] ISSCC 2008 

1.2811511146390nm CMOS [2] RFIC 2008 

1.5217.46.45.26190nm CMOS [1] JSSCC 2007 
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・LO Leakが大きい
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Reflection (LO port)
LO Leak の比較

抵抗によってコモンモードのインピーダンスをずらし、LO Leakを抑制

従来研究との比較
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1.5mm
×

0.85mm

測定とSim.との比較

新しいディエンベディング方法を用いることにより、PAのMeas.と実測とのズレを改善した
60GHz帯、16QAMの無線通信に必要なスペックを満たすPA、Up-Mixerを設計した

Reflection (LO port)

新ディエンベディングにより、周波数のズレを改善


